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又,この試料にはマルテンサイ ト変態が存在しSnの成分により熱的にできるマルテンサイ ト

及び応力による応力誘起マルテンサイトが現われ,さらに,これらの変態に関係して形状記憶

効果が観察される｡ 本研究の目的は西目から急冷した時の母相の構造を解明すること及びマル

テンサイト変態と形状記憶効果特性を調べることである｡さらに新しい急冷法としてこれらの

試料を液体状態から直接急冷する装置を作成した｡この装置による超急冷試料の相変態及び形

状記憶効果特性についても調べた｡

試料はbulkから切り出し塩浴にて加熱し,β相から氷水に焼入れたものと液体状態から単

ロール法により急冷したものとを作成 し透過電子顕微鏡で組織観察し電子線回折,X線回折で

構造解析を行い,電気抵抗により変態特性温度を決定した｡
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実験の結果,異常回折斑点及び散漫散乱の原因としてDO3型規則相に数 10A-数 100A程

度の大きさの変態生成物 (オメガ相 )が析出しているためであることを明らかにした｡又この

析出物は(1)室温時効すること,(2)Snの成分を増すことにより成長しそれに伴って散漫散乱

の強度が減衰し異常回折斑点の強度が増していくことが解った｡

液体急冷法による急冷速度は通常の急冷速度に比べて102-103倍 程 遠い｡この方法で得ら

れたPl相は,結晶粒径が平均数 JLm と通常の場合に較べて3桁程度小さい他は通常の急冷で

得られた試料と同じく,その電子線回折像には異常回折斑点及び散漫散乱が観察された｡又こ

の試料は,マルテンサイ ト変態に伴う顕著な形状記憶効果を示し,その特性は次の通りである｡

(1)変態温度はbulkから作成 したものに比べて数 10度低くこれは結晶粒が小さくなった

ことによる｡

(2)あるSnの成分では,冷却すると自発的に曲がり昇温すると戻るという液体急冷した試

料特有の形状記憶効果特性がある｡

(3)室温時効とともに変態温度が降下 (形状記憶効果特性も変わる)

22. A15型超伝導化合物-Nb3Gelpx Six-

の高圧高温合成

中 村 恒 夫

A15型超伝導化合物は高い超伝導転移温度 ㌔ に着目され,種々の方法で合成が試みられ

ている｡ そして,今までにこの化合物のr｡は組成比,長距離秩序度に依存していることが明

らかになっている｡ Nb-Ge系では,定比組成のA15型Nb3(jeは平衡状態では存在せず,
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17-19at%GeのA15相が存在するだけである. Tcも6-7Kと低い値である｡また, Nb

-Si系では,A15相は存在しないが,もし定比組成のA15相に合成されれば,高い㌔が得

られると予測されている｡ 高圧力の条件を加えることによって,常圧下では合成されない非平

衡相を安定化させることが期待できるので,定比組成に近い,秩序度の高いNb3GeやNb3Si

を合成できるかもしれない｡

Nb3Ge アーク融解法により作成した出発物質は 19･5atO/oGeを含むA15相 (一部正方晶

Nb5Ge3を含む )であり, T は6･2KであったOこのTcが高圧高温処理後 14-16Kに高くC

なった｡電子線プローブマイクロアナライザーにより,高圧高温処理後のA15相内のGe含有

量を調べたが,出発物質と有意の差は認められなかった｡次に粉末X線回折を行い, A15相

の (210)反射 と(211)反射の強度比より長距離秩序度 Sを求めたところSに向上が認められ

た｡よって高圧高温処理はA15相の秩序度を高めTcの向上をもたらすことが明らかとなった｡

また,冷却速度を変えた実験からは,冷却速度が遅い方がより秩序度が良くなることも示され

た｡

Nb3Gel_xSix x-0･05,0･1,0･2,0･4,0･7,1とSi濃度を変えた115, 10, 20

at%siの出発物質のT はA15相による6.0-6.5Kである｡このT は高圧高温処理するこC C

とにより,I13.5-15Kにまで向上した｡同程度の組成比をもつものでも,高圧高温処理条件

により,このような高いT｡を示さぬ場合も認められた｡このTcの向上も秩序度が良くなった

ためと思われる｡

23.共鳴4光子 ミキシング法によるnarrow gap

半導体の研究

樋 本 健

InSb,HgCdTeなどの半導体に周波数 G,,,a,2の2つの異なる光を入射させると,ランダ

ウ準位のスピン分離 pBg*Hが 克Aa,- i(a,了 a,2)に等 しくなるところで鋭い共鳴ミキシング

が起 り,a,3- 2Q,了 G,2,Col- 2co2-a,1の光が観測され共鳴4光子ミキシング法と呼ばれて

いる｡ この鋭い共鳴は, spinflip Raman散乱による3次の強い非線形光学効果によるもの

で,その共鳴線幅は共鳴磁場の～ 1%と十分に狭い｡ 従って,hAa,-JLBlg*lHの関係式から
g因子を正確に決定でき,また,g因子,共鳴線幅の磁場依存性,温度依存性なども調べるこ
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